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Etapas Básicas de Amplificación 

(Parte 2)
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Etapas Básicas de Amplificación

! Emisor Común (EC) !
! Base Común (BC) !
! Colector Común (CC, Seguidor de Emisor) !
! Degeneración de Emisor (DE) !
! Fuente Común (SC) !
! Compuerta Común (GC) !
! Drenaje Común (DC, Seguidor de Fuente) !
! CC-EC, CC-CC y Darlington
! Cascode
! Diferenciales
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CC-EC, CC-CC y Darlington
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CC-EC, CC-CC y Darlington (cont.)
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CC-EC, CC-CC y Darlington - Señal Pequeña
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CC-EC, CC-CC y Darlington – S. P. (cont.)
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CC-EC, CC-CC y Darlington – S. P. (cont.)
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CC-EC, CC-CC y Darlington – S. P. (cont.)
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Darlington en Tecnología BiCMOS
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Configuración Cascode (EC-BC, SC-GC)
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Cascode – Señal Pequeña
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Degeneración de Emisor – Señal Peq. (repaso)
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Cascode – Señal Pequeña (cont.)
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La alta ro se explota en:
! amplificadores de muy alta ganancia
! referencias de voltaje  
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Cascode en Tecnología MOS
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Amplificador Diferencial – Señal Grande
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Curva Característica del Par Diferencial
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Amp. Diferencial – Señal Grande (cont.)
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Amp. Diferencial – Señal Grande (cont.)
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Amp. Diferencial – Señal Grande (cont.)
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Simulación en Spice:
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Amp. Diferencial – Señal Grande (cont.)

Spice (−) VS modelo analítico (o):
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Amp. Diferencial - Señal Pequeña
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Amp. Diferencial - Señal Pequeña (cont.)
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Modelo del BJT en Señal Pequeña (repaso)
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Análisis en Señal Pequeña (otro punto de vista)
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Amp. Dif. en Degeneración de Emisor
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Ganancia de Modo Común
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Razón de Rechazo de Modo Común (CMRR)
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Par Diferencial JFET
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Par Diferencial JFET (cont.)
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Curva de Transconductancia
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Par Diferencial E-MOS
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Análisis en Señal Pequeña (Modo Diferencial)
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Asimetría en el Amplificador Diferencial
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VOS en Función de la Asimetría en RC

21
C

CC
RRR ∆+=

22
C

CC
RRR ∆−=






 +−=

221
C

CCCC
RRIVv ∆α






 −−=

222
C

CCCC
RRIVv ∆α

CO RIV ∆α
2

−= dCOS ARIV /
2

∆α−=

C
T

Cmd R
V
IRgA 2/α−=−=

C

C
TOS R

RVV ∆= )Tol(2
CRTOS VV =

I

VCC

RC2RC1

+ VO
Q2Q1



Dr. J.E. Rayas Sánchez
35

VOS en Función de la Asimetría en IS
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VOS en Función de la Asimetría en RC y en IS
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Ej.: Si VOS = 3mV a temperatura 
ambiente, la deriva en VOS con la 
temperatura es de 10µV/°C  
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Efectos de la Asimetría en β

I

VCC

RC2RC1

+ VO
Q2Q1

βββ == 21si
1

2/
21 +

==
β
III BB

IOS Input offset current

|| 21 BBOS III −≡

21
β∆ββ +=

22
β∆ββ −=

2/1
1

21
2/

1
1 β∆ββ ++

=
+

= IIIB

2/1
1

21
2/

2
2 β∆ββ −+

=
+

= IIIB



Dr. J.E. Rayas Sánchez
38

Efectos de la Asimetría en β (cont.)
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Efectos de la Asimetría en β (cont.)
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